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有機半導体デバイス材料とされる錯体化合物は、物質的な性能が優れていたとして
もデバイス化する際に配向制御ができなければ、最終的に十分な機能を発揮するこ
とができない。そこで、錯体化合物を薄膜化する過程において配向に及ぼす要因を
見出し、最適な配向制御の実現を目指すと共に薄膜表面状態と配向状態との相関性
について検討を行う。

実験
Experimental

有機半導体デバイス材料としての機能を発揮し得る新規錯体化合物の合成を行い、
真空蒸着法により薄膜化した。蒸着前の基板温度制御および蒸着後のアニール処理
等により複数の成膜条件にてサンプルを作製した。各サンプルについて薄膜表面測
定および配向状態の評価を行った。

結果と考察
Results and Discussion

AFMによる薄膜表面測定データよりRms（二乗平均平方根粗さ）を算出して比較検
討した結果、基板温度による変化が確認された。FT/IRによる透過測定では、赤外
線吸収がされにくい基板を採用し、それをリファレンススペクトルとして差し引き
することでサンプルのみの測定データを取得することができた。ATR測定結果と併
せて検討した結果、基板温度により配向の優劣が生じていると推察されたため、更
に偏光測定やXRDを利用して検証を進めていきたい。今回はデータ数が足りず薄膜
表面状態と配向状態に明らかな相関性は確認できなかったが、今後もデータ取得を
重ねて検討を行っていく予定である。
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